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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a plurality of optoelectronic components, comprising the following
steps: - providing an auxiliary support wafer (1) having contact structures (4), wherein the auxiliary support water comprises glass,
sapphire, or a semiconductor material, - applying a plurality of radiation-emitting semiconductor bodies (5) to the contact structures
(4), - encapsulating at least the contact structures (4) with a potting mass (10), and - removing the auxiliary support water (1). The
invention further relates to an optoelectronic component.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl optoelektronischer Bauelemente mit den folgenden
Schritten angegeben: - Bereitstellen eines Hilfstragerwafers (1) mit Kontaktstrukturen (4), wobei der Hilfstragerwafer Glas, Saphir
oder ein Halbleitermaterial aufweist, - Aufbringen einer Vielzahl an strahlungsemittierenden Halbleiterkdrpern (5) auf die
Kontaktstrukturen (4), - Verkapseln zumindest der Kontaktstrukturen (4) mit einem Verguss (10), und - Entfernen des
Hilfstragerwafers (1). Weiterhin wird ein optoelektronisches Bauelement angegeben.
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Beschreibung

Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl optoelektronischer

Bauelemente und optoelektronisches Bauelement

Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl
optoelektronischer Bauelemente sowie ein optoelektronisches

Bauelement angegeben.

Ein Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl
optoelektronischer Bauelemente und ein optoelektronisches
Bauelement sind beispielsweise in den folgenden

Druckschriften beschrieben: WO 2007/025515, WO 2012/000943.

Es soll ein kostenglinstiges Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Bauelementes angegeben werden. Weiterhin
soll ein optoelektronisches Bauelement mit einer kompakten

Bauweise angegeben werden.

Diese Aufgaben werden durch ein Verfahren mit den Schritten
des Patentanspruches 1 sowie durch ein optoelektronisches

Bauelement mit den Merkmalen des Patentanspruches 18 geldst.

Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausfihrungsformen des
Verfahrens sowie des optoelektronischen Bauelements sind in

den abhangigen Anspriichen angegeben.

Bei dem Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl
optoelektronischer Bauelemente wird ein Hilfstrdagerwafer mit
Kontaktstrukturen bereitgestellt. Der Hilfstragerwafer weist
bevorzugt Glas, Saphir oder ein Halbleitermaterial, wie
beispielsweise Silizium, auf. Der Hilfstradgerwafer kann auch

aus Glas, Saphir oder einem Halbleitermaterial, wie
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beispielsweise Silizium, bestehen. Eine Vielzahl an
strahlungsemittierenden Halbleiterkdrpern wird auf die
Kontaktstrukturen aufgebracht. Die strahlungsemittierenden
Halbleiterkdérper sind dazu geeignet, elektromagnetische
Strahlung eines ersten Wellenldngenbereichs von einer
Strahlungsaustrittsflache auszusenden. Zumindest die
Kontaktstrukturen werden mit einem Verguss verkapselt. Der
Hilfstragerwafer wird bevorzugt von dem entstandenen Verbund
entfernt. Besonders bevorzugt wird der Hilfstragerwafer
vollstandig von dem Verbund der spateren Bauelemente

entfernt.

Das Verfahren macht sich die Idee zu Nutze, dass zur
Herstellung der Vielzahl optoelektronischer Bauelemente statt
eines vorgefertigten Gehauses ein Hilfstragerwafer eingesetzt
wird. Der Hilfstragerwafer ist hierbei in der Regel in dem
fertigen Bauelement spdter nicht mehr enthalten. Der
Hilfstragerwafer dient zur mechanischen Stabilisierung der
Halbleiterkorper wahrend der Herstellung der
optoelektronischen Bauelemente. Weiterhin kdnnen die
einzelnen Verfahrensschritte zur Herstellung der
optoelektronischen Bauelemente aufgrund des Hilfstradgerwafers
einfach auf Waferebene stattfinden. Dadurch werden mit
Vorteil Material- und Prozesskosten eingespart und es ist
eine Gesamtoptimierung der einzelnen Prozessschritte des
Herstellungsverfahrens moéglich. Zudem kdnnen die einzelnen
Fertigungseinheiten, wie beispielsweise der Hilfstragerwafer,

einfach skaliert werden.

Weiterhin wird mit dem vorgeschlagenen Verfahren eine
besonders kompakte und/oder flache Bauweise der fertigen

Bauelemente erzielt. Eine kompakte Bauweise fihrt mit Vorteil
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zu einer sehr guten Warmeabfuhr vom Halbleiterkdrper im

Betrieb des fertigen Bauelements.

Weiterhin kann bei dem vorgeschlagenen Verfahren mit Vorteil
auf die Verwendung vorgefertigter Leiterrahmen oder
Keramikpanels zur mechanischen Stabilisierung der
HalbleiterkOrper verzichtet werden. Auch die Verwendung
durchkontaktierter Siliziumpanels ist bei dem vorgeschlagenen
Verfahren mit Vorteil nicht notwendig. Das fertige Bauelement

ist besonders bevorzugt frei von einem herkdmmlichen Gehause.

Die Kontaktstrukturen dienen besonders bevorzugt zur spateren
elektrischen Kontaktierung der Halbleiterkdrper. Die
Kontaktstrukturen sind beispielsweise aus einzelnen
Kontaktstrukturelementen aufgebaut, die voneinander
elektrisch isoliert sind. Besonders bevorzugt sind jedem
Halbleiterkorper zwei Kontaktstrukturelemente zugeordnet.
Insbesondere, wenn jedes spatere Bauelement einen einzigen
Halbleiterkdrper aufweist, sind jedem einzelnen
HalbleiterkOrper bevorzugt genau zwei Kontaktstrukturelemente

zugeordnet.

Besonders bevorzugt ist jeder HalbleiterkOrper mit einer
Montagefladche, die seiner Strahlungsaustrittsflédche
gegenliberliegt, elektrisch leitend auf ein
Kontaktstrukturelement aufgebracht. Die
Strahlungsaustrittsflache des Halbleiterkdrpers ist hierbei
in der Regel Teil einer Vorderseite des Halbleiterkérpers,
die jedoch Teilbereiche aufweisen kann, wie beispielsweise
ein Bondpad, aus denen keine Strahlung austreten kann. Die

Vorderseite liegt der Montageflache gegeniliber.
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Beispielsweise weisen die Kontaktstrukturen eine erste
metallische Schicht und eine zweite metallische Schicht auf,
wobei die zweite metallische Schicht galvanisch auf der
ersten metallischen Schicht abgeschieden wird. Die erste
metallische Schicht weist besonders bevorzugt eine Dicke
zwischen einschliefllich 50 Nanometer und einschlieRlich 500
Nanometer auf. Die erste metallische Schicht kann
beispielsweise eines der folgenden Materialien aufweisen oder

aus einem der folgenden Materialien bestehen: Gold, Nickel.

Die erste metallische Schicht wird auch als Anwachsschicht
(englisch ,,Seed-Layer™) bezeichnet. Sie muss nicht
notwendigerweise aus einer einzigen Schicht bestehen.
Vielmehr ist es auch moéglich, dass die erste metallische
Schicht eine Schichtenfolge aus mehreren von einander
verschiedenen Einzelschichten ist. Beispielsweise kann die
erste metallische Schicht eine Gold-Einzelschicht und eine
Nickel-Einzelschicht umfassen oder aus einer Gold-

Einzelschicht und einer Nickel-Einzelschicht bestehen.

Die zweite metallische Schicht ist besonders bevorzugt dicker
als die erste metallische Schicht. Die zweite metallische
Schicht weist besonders bevorzugt eine Dicke zwischen
einschliellich 10 Mikrometer und einschlieRlich 100
Mikrometer auf. Beispielsweise weist die zweite metallische
Schicht eine Dicke von etwa 60 Mikrometer auf. Die zweite
metallische Schicht weist besonders bevorzugt eines der
folgenden Materialien auf oder ist aus einem der folgenden

Materialien gebildet: Silber, Gold, Nickel, Kupfer.

Die zweite metallische Schicht muss nicht notwendigerweise
aus einer einzigen Schicht bestehen. Vielmehr ist es auch

moéglich, dass die zweite metallische Schicht eine
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Schichtenfolge aus mehreren von einander verschiedenen
Einzelschichten ist. Beispielsweise kann die zweite
metallische Schicht eine Silber-Einzelschicht und eine
Nickel-Einzelschicht umfassen oder aus einer Silber-

Einzelschicht und einer Nickel-Einzelschicht bestehen.

Es ist auch méglich, dass die zweite metallische Schicht eine
Gold-Einzelschicht und eine Nickel-Einzelschicht umfasst oder
aus einer Gold-Einzelschicht und einer Nickel-Einzelschicht

besteht.

Weiterhin kann die zweite metallische Schicht eine Nickel-
Einzelschicht, eine Kupfer-Einzelschicht, eine weitere
Nickel-Einzelschicht und eine Silber-Einzelschicht umfassen
oder aus diesen Einzelschichten bestehen. Bevorzugt weist die
zweite metallische Schicht hierbei diese Einzelschichten in
der Reihenfolge auf, wie oben angegeben, das heillt in der
Reihenfolge Nickel-Kupfer-Nickel-Silber. Die Silber-
Einzelschicht kann hierbei auch durch eine Gold-Einzelschicht

ersetzt sein.

Besonders bevorzugt weist die zweite metallische Schicht
Seitenflanken mit einem Unterschnitt auf. Beispielsweise sind
die Seitenflanken der zweiten metallischen Schicht iber einen
Teilbereich oder Uber ihre gesamte La@nge schrag zu einer
Normalen einer Hauptfldche der zweiten metallischen Schicht
ausgebildet, wobei sich die Querschnittsflache der zweiten
metallischen Schicht von einer dem Halbleiterkdrper
zugewandten Hauptfldche zu einer dem Halbleiterkorper
abgewandten Hauptflache verjiingt. Besonders bevorzugt umgibt
der Verguss sowohl die Halbleiterkérper als auch die
Kontaktstrukturen formschliissig. Der Verguss bildet besonders

bevorzugt eine gemeinsame Grenzfldche mit den
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Halbleiterkdrpern und den Kontaktstrukturen aus. Mit Vorteil
tragt eine zweite metallische Schicht mit Seitenflanken mit
einem Unterschnitt zur besseren Fixierung des Vergusses

innerhalb des spateren Bauelementes bei.

Gemal einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden auf den
Hilfstragerwafer neben den strahlungsemittierenden
Halbleiterkdrpern weitere aktive Elemente, wie beispielsweise
ESD-Diodenchips (ESD steht hierbei fir ,electrostatic
discharge™) aufgebracht. Beigpielsweise kann jedes gspatere
Bauelement einen ESD-Diodenchip aufweisen, der dazu
vorgesehen ist, das Bauelement vor iiberhdhten elektrischen

Spannungen zu schiitzen.

Gemal einer Ausfihrungsform des Verfahrens ist der Verguss
reflektierend und/oder wellenlidngenkonvertierend ausgebildet.
Der Verguss weist besonders bevorzugt ein Matrixmaterial, wie
beispielsweise ein Epoxid, ein Silikon, ein Polyphtalanide
(PPA), ein Polycyclohexylendimethylenterephthalat (PCT) oder
eine Mischung mindestens zweier dieser Materialien auf. Um
den Verguss reflektierend auszubilden, sind in das
Matrixmaterial beispielsweise reflektierende Partikel
eingebettet. Die reflektierenden Partikel kénnen
beispielsweise eines der folgenden Materialien enthalten oder
aus einem der folgenden Materialien bestehen: Titanoxid,
ZinkweiB, beispielsweise Zinkoxid, Bleiweill, beispielsweise

Bleicarbonat.

Weiterhin kann der Verguss zusatzlich oder alternativ zu den
reflektierenden Eigenschaften auch wellenlangenkonvertierend
ausgebildet sein. Der wellenlangenkonvertierende Verguss ist
bevorzugt dazu geeignet, elektromagnetische Strahlung des

ersten Wellenldngenbereichs in elektromagnetische Strahlung



10

15

20

25

30

WO 2014/114407 PCT/EP2013/076431

eines zweiten Wellenladngenbereichs umzuwandeln. Hierzu sind
in das Matrixmaterial des Vergusses beispielsweise
Leuchtstoffpartikel eingebracht, die dazu geeignet sind,
elektromagnetische Strahlung des ersten Wellenladngenbereichs
in elektromagnetische Strahlung des zweiten
Wellenldngenbereichs umzuwandeln. Mit anderen Worten
verleihen bevorzugt die Leuchtstoffpartikel dem Verguss die

wellenlangenkonvertierenden Eigenschaften.

Unter ,Wellenlangenkonversion™ wird vorliegend insbesondere
die Umwandlung von eingestrahlter elektromagnetischer
Strahlung eines bestimmten Wellenladngenbereichs in
elektromagnetische Strahlung eines anderen, bevorzugt
langerwelligen, Wellenlangenbereichs verstanden. Insbesondere
wird bei der Wellenlangenkonversion elektromagnetische
Strahlung eines eingestrahlten Wellenlangenbereiches durch
das wellenldngenkonvertierende Element absorbiert, durch
elektronische Vorgidnge auf atomarer und/oder molekularer
Ebene in elektromagnetische Strahlung eines anderen
Wellenladngenbereiches umgewandelt und wieder ausgesendet.
Insbesondere ist reine Streuung oder reine Absorption von
elektromagnetischer Strahlung vorliegend nicht mit dem

Begriff ,Wellenlangenkonversion™ gemeint.

Die Leuchtstoffpartikel kénnen beispielsweise eines der
folgenden Materialien aufweisen oder aus einem der folgenden
Materialien bestehen: mit seltenen Erden dotierte Granate,
mit seltenen Erden dotierte Erdalkalisulfide, mit seltenen
Erden dotierte Thiogallate, mit seltenen Erden dotierte
Aluminate, mit seltenen Erden dotierte Silikate, mit seltenen
Erden dotierte Orthosilikate, mit seltenen Erden dotierte
Chlorosilikate, mit seltenen Erden dotierte

Erdalkalisiliziumnitride, mit seltenen Erden dotierte
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Oxynitride, mit seltenen Erden dotierte Aluminiumoxinitride,
mit seltenen Erden dotierte Siliziumnitride, mit seltenen

Erden dotierte Sialone.

Der Verguss kann beigpielsweise mit einem der folgenden
Verfahren verarbeitet werden: VergieBen, Dispensen, Jetten,

Molden.

Der Hilfstragerwafer kann beispielsweise durch eines der
folgenden Verfahren entfernt werden: Laser-Lift-0Off, Atzen,
Schleifen. In der Regel wird der Hilfstragerwafer hierbei von
einer Grenzflidche, die teilweise durch eine Oberflache der
Kontaktstrukturen und teilweise durch eine Oberflédche des
Vergusses gebildet wird, entfernt. Mit anderen Worten bildet
der Hilfstragerwafer in der Regel mit den Kontaktstrukturen
und mit dem Verguss eine gemeinsame Grenzfldche aus, die nach

dem Entfernen des Hilfstradgerwafers frei zuganglich ist.

Besonders bevorzugt wird ein Hilfstragerwafer, der
durchléassig ist fir elektromagnetische Strahlung eines
Lasers, mittels eines Laser-Lift-0Off-Prozesses entfernt. Der
besondere Vorteil hierbei ist, dass der Hilfstrdgerwafer bei
dem Laser-Lift-Off-Prozess im Wesentlichen nicht zerstéort
wird, so dass der Hilfstrdgerwafer gegebenenfalls nach einer

entsprechenden Konditionierung wieder verwendet werden kann.

Ein Laser-Lift-0ff-Prozess ist beispielsweise in einer der
folgenden Druckschriften beschrieben, deren
Offenbarungsgehalt diesbeziiglich hiermit durch Rickbezug
aufgenommen wird: WO 98/14986, WO 03/065420.
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Insbesondere wird ein Trager, der Saphir oder Glas aufweist
oder aus Saphir oder Glas besteht, bevorzugt mit einem Laser-

Lift-Off-Prozess entfernt.

Ein Hilfstradgerwafer, der ein Halbleitermaterial, wie
beispielsweise Silizium, aufweist oder aus diesem Material
besteht, wird hingegen in der Regel mittels Atzen oder
Schleifen entfernt. Hierbei wird der Hilfstradgerwafer in der

Regel zerstdrt und kann nicht weiter verwendet werden.

Nach dem Entfernen des Hilfstrdgerwafers wird der entstandene
Verbund aus optoelektronischen Bauelementen in der Regel
vereinzelt und der Farbort des von den Bauelementen

ausgesandten Lichts vermessen.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens wird in
einem Lichtweg der HalbleiterkOrper eine
wellenlangenkonvertierende Schicht angeordnet. Hierbei kann
die wellenlangenkonvertierende Schicht zusadtzlich zu einem
reflektierenden Verguss vorgesehen sein. BReispielsweise wird
die wellenlangenkonvertierende Schicht vollfldchig auf den
reflektierenden Verguss aufgebracht. Die
wellenlangenkonvertierende Schicht weist
wellenlangenkonvertierende Eigenschaften auf. Hierzu enthalt
die wellenlangenkonvertierende Schicht in der Regel
Leuchtstoffpartikel, die dazu geeignet sind, Strahlung des
ersten Wellenldngenbereichs in elektromagnetische Strahlung

des zweiten Wellenlangenbereichs umzuwandeln.

Die wellenlangenkonvertierende Schicht kann beispielsweise
als schichtfdormiger wellenlangenkonvertierender Verguss
ausgebildet sein. Mit anderen Worten kann die

wellenlangenkonvertierende Schicht beispielsweise ein
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Matrixmaterial aufweisen, in das Leuchtstoffpartikel
eingebracht sind. Das Matrixmaterial mit den
Leuchtstoffpartikeln kann beispielsweise durch Gielen oder
Drucken in Form einer wellenlangenkonvertierenden Schicht
ausgebildet werden. Beispielsweise kann die
wellenlangenkonvertierende Schicht auf den Verguss

aufgedruckt oder aufgegossen werden.

Weiterhin ist es auch mdglich, dass die
wellenlangenkonvertierende Schicht durch ein
Sedimentationsverfahren erzeugt wird, insbesondere auf dem

Verguss.

Bei einem Sedimentationsverfahren werden Leuchtstoffpartikel
in ein Matrixmaterial eingebracht. Die zu beschichtende
Oberfldche wird in einem Volumen bereitgestellt, das mit dem
Matrixmaterial mit den Leuchtstoffpartikeln befiillt wird.
AnschlieBend setzen sich die Leuchtstoffpartikel in Form
einer wellenlangenkonvertieren Schicht aufgrund der
Schwerkraft auf der zu beschichtenden Oberfldche ab. Das
Absetzen der Leuchtstoffpartikel kann hierbei durch
Zentrifugieren beschleunigt werden. Auch die Verwendung eines
verdiinnten Matrixmaterials beschleunigt den
Sedimentationsprozess in der Regel. Nach dem Absinken der

Leuchtstoffpartikel wird das Matrixmaterial ausgehdrtet.

Ein Kennzeichen einer wellenlangenkonvertierenden Schicht,
die mittels eines Sedimentationsverfahrens aufgebracht wurde,
besteht darin, dass samtliche Oberfladchen, auf denen sich die
Partikel aufgrund der Schwerkraft absetzen kdnnen, mit der
wellenlangenkonvertierenden Schicht beschichtet sind.

Weiterhin stehen die Leuchtstoffpartikel einer sedimentierten
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wellenlangenkonvertierenden Schicht in der Regel in direktem

Kontakt miteinander.

Die wellenlangenkonvertierende Schicht kann weiterhin
separat, das heiBt rdumlich entfernt, von dem Verbund aus
spateren optoelektronischen Bauelementen erzeugt und dann in
einen Lichtweg der Halbleiterkdrper eingebracht werden.
Beispielsweise kann das Matrixmaterial mit den
Leuchtstoffpartikeln in Form einer Schicht auf eine Folie
gedruckt und dann ausgehadrtet werden, so dass eine
wellenlangenkonvertierende Schicht entsteht. Die
wellenlangenkonvertierende Schicht kann dann mittels eines
Pick-and-Place-Verfahrens in den Lichtweg der
HalbleiterkoOrper eingebracht werden. Beispielsweise kann die
wellenlangenkonvertierende Schicht auf den Verguss aufgesetzt

werden.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens wird in
dem Lichtweg jedes Halbleiterkdrpers jeweils ein optisches
Element angeordnet. Beispielsweise wird lber jedem
Halbleiterkdrper in dessen Abstrahlrichtung nachfolgend eine
Linse positioniert. Das optische Element kann beispielsweise
ilber die HalbleiterkOrper gemoldet, also mit Hilfe einer
Kavitat erzeugt werden. Das optische Element kann
beispielsweise mit einem der folgenden Verfahren erzeugt
werden: Spritzguss, GieBen, Transfer Molding, Compression

Molding.

Die Halbleiterkdrper konnen beispielsweise als Flip-Chips
ausgebildet sein. Ein Flip-Chip weist insbesondere zwei
elektrische Kontakte auf einer Montageflédche des
Halbleiterkorpers auf, wahrend eine strahlungsemittierende

Vorderseite des Flip-Chips frei von elektrischen Kontakten
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ist. Insbesondere bendtigen Flip-Chips in der Regel =zur
elektrischen Kontaktierung keinen Bonddraht. Die elektrischen
Kontakte des Flip-Chips sind in der Regel zur Montage des

Flip-Chips auf Kontaktstrukturen vorgesehen.

Weiterhin kénnen jedoch auch Halbleiterkdrper mit einem oder
zwel elektrischen Kontakten auf der ihrer Montagefléche
gegeniberliegenden Vorderseite verwendet werden. Derartige
Halbleiterkdrper konnen beispielsweise ein Saphirsubstrat
aufweisen, auf dem eine strahlungsemittierende
Halbleiterschichtenfolge des Halbleiterkdrpers epitaktisch
aufgewachsen ist. Derartige Halbleiterkdrper werden auch als
,Saphirchips™ bezeichnet. Saphir ist in der Regel ein
elektrisch isolierendes Material. Weist der Halbleiterkérper
daher ein Aufwachssubstrat auf, das Saphir aufweist oder aus
Saphir besteht, so sind zur elektrischen Kontaktierung in der
Regel mindestens zwei elektrische Kontakte auf der
Vorderseite des Halbleiterkdrpers angeordnet. Die
Montagefldche wird in der Regel durch eine AuRenflache des

Aufwachssubstrates ausgebildet.

Weiterhin sind auch Halbleiterkdrper geeignet, die lediglich
einen einzigen elektrischen Kontakt auf ihrer Vorderseite
aufweisen. Der zweite elektrische Kontakt ist beispielsweise
auf der Montageflidche des Halbleiterkdrpers angeordnet oder
durch die Montageflache gebildet. Derartige Halbleiterkérper
werden auch als ,vertikale™ Halbleiterkorper bezeichnet, da
der Stromfluss im Betrieb durch den Halbleiterkdrper in
vertikaler Richtung parallel zu einer Stapelrichtung der

Halbleiterschichtenfolge verlauft.

Bei einem vertikalen Halbleiterkdrper kann es sich

beispielsweise um einen Dinnfilmhalbleiterkdrper handeln. Bei
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einem Dinnfilmhalbleiterkdrper ist in der Regel ein
Aufwachssubstrat flir die epitaktische
Halbleiterschichtenfolge entweder vollstadndig entfernt oder
derartig gediinnt, dass es die epitaktische
Halbleiterschichtenfolge alleine nicht mehr ausreichend
mechanisch stabilisiert. Dinnfilmhalbleiterkdrper umfassen
zur mechanischen Stabilisierung in der Regel ein
Tragermaterial, das an der epitaktischen
Halbleiterschichtenfolge befestigt ist. Das Tradgermaterial
ist in der Regel elektrisch leitend ausgebildet, so dass ein
vertikaler Stromfluss von der Vorderseite zur Montageflache
des Halbleiterkdrpers moglich ist. Diinnfilmhalbleiterkdrper
sind beispielsweise in der Druckschrift I. Schnitzer et al.,
Appl. Phys. Lett. 63 (16), 18. Oktober 1993, 2174 - 2176
offenbart, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Riickbezug

aufgenommen wird.

Weiterhin sind in der Regel auch HalbleiterkOrper als
vertikale Halbleiterkdrper ausgebildet, die ein
Aufwachssubstrat aufweisen, das aus Siliziumcarbid besteht
oder Siliziumcarbid aufweist. Auch hierbei ist ein vertikaler
Stromfluss mdéglich, da Siliziumcarbid elektrisch leitend
ausgebildet ist. Derartige Halbleiterkérper sind
beispielsweise in der Druckschrift WO 01/61764 beschrieben,
deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Riickbezug aufgenommen

wird.

Spatere Bauelemente, die lediglich einen einzigen vertikalen
Halbleiterkdrper aufweisen, umfassen in der Regel
Kontaktstrukturen mit zwei Strukturelementen. Der vertikale
Halbleiterkorper ist hierbei in der Regel mit seiner
Montagefliache auf ein erstes Kontaktstrukturelement

elektrisch leitend aufgebracht und lber seine Vorderseite mit
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einem zwelten Kontaktstrukturelement mittels eines Bonddrahts

elektrisch leitend verbunden.

Handelt es sich bei dem Halbleiterkdrper um einen Flip-Chip,
so sind die rickseitigen elektrischen Kontakte in der Regel
jeweils mit einem Kontaktstrukturelement elektrisch leitend

verbunden.

Weist der Halbleiterkdrper mindestens zwei elektrische
Kontakte auf der Vorderseite auf, wobei die Montagefliache des
Halbleiterkdrpers frei ist von elektrischen Kontakten, so
kann der HalbleiterkOrper beispielsweise vorderseitig jeweils
mit einem Bonddraht mit einem elektrischen

Kontaktstrukturelement elektrisch leitend verbunden sein.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens reicht
eine Oberkante des Vergusses bis an eine Oberkante der
zweiten metallischen Schicht. Besonders bevorzugt bildet
hierbei die zweite metallische Schicht eine AuRenseite der
Kontaktstrukturen aus. Besonders bevorzugt schlieBt der
Verguss hierbei mit einer Oberseite der zweiten metallischen
Schicht bindig ab. Der Verguss bedeckt besonders bevorzugt
die Seitenfldchen der zweiten metallischen Schicht, wahrend
die Seitenflachen des Halbleiterkdrpers frei sind von dem
Verguss. Bei dieser Ausfihrungsform des Verfahrens kann das
Aufbringen des Vergusses vor oder nach dem Aufbringen der

Halbleiterkorper auf den Hilfstragerwafer erfolgen.

Gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens reicht
die Oberkante des Vergusses an eine Oberkante der
HalbleiterkOrper. Hierbei schlielt der Verguss besonders
bevorzugt mit der Vorderseite der Halbleiterkdrper bindig ab.

Besonders bevorzugt bedeckt der Verguss hierbei die



10

15

20

25

30

WO 2014/114407 PCT/EP2013/076431

_15_

Seitenflachen der Halbleiterkdrper jeweils vollstandig, ragt
jedoch nicht iUber die Vorderseite der Halbleiterkdrper
hinaus. Diese Ausfiihrungsform ist bei Verwendung eines
reflektierenden Vergusses insbesondere bei einem
Halbleiterkdrper von Vorteil, der nicht dazu vorgesehen ist,
elektromagnetische Strahlung lber seine Seitenfldchen
auszusenden, wie beigpielsweise ein Diinnfilmhalbleiterkdrper
mit einem Silizium- oder Germaniumtradger. Bei dieser
Ausfihrungsform des Verfahrens wird der Verguss nach dem
Aufbringen der Halbleiterkdrper auf den Hilfstragerwafer

aufgebracht.

Weiterhin ist es auch mdglich, dass die Oberkante des
Vergusses Uber die zweite metallische Schicht hinausragt,
sich aber nicht bis zur Oberkante des Halbleiterkorpers
erstreckt. Hierbei ist es auch moglich, dass der Verguss zwar
die Seitenflanken der Kontaktstrukturen vollstandig
umkapselt, aber die Seitenfldchen des Halbleiterkdrpers
beabstandet von dem Verguss angeordnet sind. Bei dieser
Ausfihrungsform des Verfahrens kann das Aufbringen des
Vergusses ebenfalls vor oder nach dem Aufbringen der

Halbleiterkorper auf den Hilfstragerwafer erfolgen.

Besonders bevorzugt sind bei Verwendung eines reflektierenden
Vergusses die Seitenfldchen des Halbleiterkdrpers beabstandet
von dem Verguss angeordnet oder frei von dem Verguss, wenn
Strahlung des HalbleiterkOrpers auch iber die Seitenflédchen
des HalbleiterkoOrpers ausgesandt werden kann, wie es
insbesondere bei einem Halbleiterkdrper mit einem
strahlungsdurchlédssigen Aufwachssubstrat, wie Saphir oder

Siliziumcarbid, der Fall ist.
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Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform des Verfahrens werden
die Kontaktstrukturen mit einem mechanisch stabilisierenden
Material umformt. Das mechanisch stabilisierende Material
dient besonders bevorzugt der Stabilisierung des fertigen
optoelektronischen Bauelementes und erfiillt beispielsweise
die Funktion eines Gehauses. Im Unterschied zu einem
herkémmlichen Gehause ist das mechanisch stabilisierende
Material aber nicht als separates Element ausgebildet, auf

oder in das der HalbleiterkOrper montiert ist.

Besonders bevorzugt werden die Kontaktstrukturen mit dem
mechanisch stabilisierenden Material umformt, bevor die
Vielzahl an Halbleiterkdrpern mit dem Verguss verkapselt
werden. Bei dem mechanisch stabilisierenden Material handelt
es sich beispielsweise um ein hochstabiles Gehdusematerial,
wie etwa hochstabiles Polyphtalamid (PPA) oder hochstabiles

Epoxid.

Besonders bevorzugt bildet das mechanisch stabilisierende
Material mit den Kontaktstrukturen eine gemeinsame
Grenzfladche aus. Besonders bevorzugt schlielt eine Oberkante
des mechanisch stabilisierenden Materials mit einer Oberkante

der Kontaktstrukturen lateral blindig ab.

Besonders bevorzugt wird nachfolgend auf das mechanisch
stabilisierende Material das Vergussmaterial aufgebracht, das

die HalbleiterkOrper umformt.

Das mechanisch stabilisierende Material kann beispielsweise
mittels Molden, das heilt mit der Hilfe eines Gusswerkzeuges,
das besonders bevorzugt flach ausgebildet ist, umformend um

die Kontaktstrukturen ausgebildet werden.
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Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform des Verfahrens weist
jedes spatere Bauelement eine Vielzahl an HalbleiterkOrpern
auf. Beispielsweise konnen die HalbleiterkOrper dazu
vorgesehen sein, Licht verschiedener Wellenlangen

auszusenden.

Bei den spateren optoelektronischen Bauelementen kann es sich

beispielsweise um Leuchtdioden handeln.

Gemal einer Ausfihrungsform sind die fertigen Bauelemente
dazu vorgesehen, weilles Licht auszusenden. Hierzu umfasst
jedes BRauelement in der Regel ein wellenldngenkonvertierendes
Element, wie beispielsweise eine wellenlangenkonvertierende
Schicht oder einen wellenlangenkonvertierenden Verguss. Das
wellenlangenkonvertierende Element wandelt bevorzugt einen
Teil der von dem Halbleiterkdrper ausgesandten
elektromagnetischen Strahlung des ersten Wellenlangenbereichs
in elektromagnetische Strahlung des zweiten
Wellenldngenbereichs um. Der erste Wellenld@ngenbereich
umfasst bevorzugt blaues Licht und der zweite
Wellenlangenbereich umfasst bevorzugt gelbes Licht. In diesem
Fall sendet das Bauelement bevorzugt mischfarbiges weiles
Licht aus, das aus unkonvertiertem blauen Licht und

konvertiertem gelben Licht gebildet ist.

Weitere vorteilhafte Ausfihrungsformen und Weiterbildungen
der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung

mit den Figuren beschriebenen Ausfiithrungsbeispielen.

Anhand der schematischen Schnittdarstellungen der Figuren 1
bis 5 wird ein erstes Ausfiihrungsbeispiel des

Verfahrens beschrieben.
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Anhand der schematischen Schnittdarstellungen der Figuren 6
bis 10 wird ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel des

Verfahrens beschrieben.

Anhand der schematischen Schnittdarstellungen der Figuren 11
und 13 bis 19 wird jeweils ein weiteres

Ausfihrungsbeispiel des Verfahrens beschrieben.

Figur 12 zeigt exemplarisch eine elektronenmikroskopische
Aufnahme eines Unterschnitts einer zweiten

metallischen Schicht.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. Die Figuren
und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren dargestellten
Elemente untereinander sind nicht als maBstablich zu
betrachten. Vielmehr kdénnen einzelne Elemente, insbesondere
Schichtdicken, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum

besseren Verstandnis tbertrieben grol dargestellt sein.

Bei dem Verfahren gemalR dem Ausfihrungsbeispiel der Figuren 1
bis 5 wird in einem ersten Schritt ein Hilfstragerwafer 1
bereitgestellt (Figur 1). Der Hilfstradgerwafer 1 weist
insbesondere Glas, Saphir oder ein Halbleitermaterial, wie
beispielsweise Silizium, auf. Auf den Hilfstragerwafer 1 ist
eine erste metallische Schicht 2 aufgebracht. Die erste
metallische Schicht 2 ist strukturiert ausgebildet. Mit
anderen Worten weist die erste metallische Schicht 2

verschiedene Strukturelemente auf.

In einem weiteren Schritt wird auf die erste metallische
Schicht 2 eine zweite metallische Schicht 3 galvanisch

abgeschieden (Figur 2). Auch die zweite metallische Schicht 3
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ist strukturiert ausgebildet. Die Strukturierung der zweiten
metallischen Schicht 3 folgt hierbei der Strukturierung der
ersten metallischen Schicht 2. Zusammen bilden die erste
metallische Schicht 2 und die zweite metallische Schicht 3
Kontaktstrukturen 4 mit einzelnen Kontaktstrukturelementen 41

aus.

In einem weiteren Schritt wird nun eine Vielzahl an
Halbleiterkdrpern 5, die dazu geeignet sind,
elektromagnetische Strahlung von ihrer
Strahlungsaustrittsfldache 6 auszusenden, auf die
Kontaktstrukturen 4 aufgebracht (Figur 3). Jeder
Halbleiterkorper 5 wird hierbei mit einer Montagefldche 7 auf
ein Kontaktstrukturelement 41 elektrisch leitend aufgebracht,

beispielsweise durch Kleben, Loéten oder Die-Bonden.

In einem nachsten Schritt wird nun jeder Halbleiterkdrper 5
mit seiner Vorderseite 9 mittels eines Bonddrahtes 8
elektrisch leitend mit einem weiteren Kontaktstrukturelement

41 verbunden (Figur 4).

In einem nachsten Schritt wird auf den Hilfstrdgerwafer 1 ein
Verguss 10 aufgebracht, so dass die Kontaktstrukturen 4 und
die HalbleiterkOrper 5 mit dem Verguss 10 verkapselt werden
(Figur 5). Der Verguss 10 umschlielBt hierbei sowohl die
Kontaktstrukturelemente 41 der Kontaktstrukturen 4 als auch
die darauf aufgebrachten Halbleiterkorper 5 vollstandig. Auch
die Bonddrédhte 9 sind vollstandig von dem Verguss 10
umschlossen. Der Verguss 10 ragt tber die
Strahlungsaustrittsflachen 6 der HalbleiterkOrper 5 hinaus
und befindet sich in einem Lichtweg 12 der HalbleiterkOrper

5.
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Bei dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel ist der Verguss 10
schichtfdrmig ausgebildet. Die Schicht des Vergusses 10 weist
hierbei eine im Wesentlichen konstante Dicke auf. Weiterhin
ist der Verguss 10 bei dem vorliegenden Ausfihrungsbeispiel
wellenlangenkonvertierend ausgebildet. Hierzu umfasst der
Verguss 10 ein Matrixmaterial mit Leuchtstoffpartikeln 11,
die dazu geeignet sind, Strahlung eines ersten
Wellenldngenbereichs, die von den Halbleiterkdrpern 5
ausgesandt wird, in elektromagnetische Strahlung eines
zweliten Wellenlangenbereichs umzuwandeln. Da sich der Verguss
10 in dem Lichtweg 12 der Halbleiterkorper 5 befindet, wird
die elektromagnetische Strahlung des ersten
Wellenldngenbereichs, die von den Halbleiterkdrpern 5
ausgesandt wird, teilweise in elektromagnetische Strahlung
eines zweiten Wellenlangenbereichs umgewandelt. Vorliegend
senden die Halbleiterkorper 5 besonders bevorzugt blaues
Licht aus, das von den Leuchtstoffpartikeln 11 in dem Verguss
10 teilweise in gelbes Licht umgewandelt wird. Die fertigen
Bauelemente senden bei dem vorliegenden Ausfihrungsbeispiel

mischfarbiges weilles Licht aus.

In einem nachsten Schritt wird der Hilfstrdgerwafer 1 von dem
Verbund der spateren Bauelemente, der Kontaktstrukturen 4,
Halbleiterkdrper 5 und wellenldngenkonvertierenden Verguss 10
umfasst, abgeldst (nicht dargestellt). Anschlielend werden
die spateren Bauteile, die jeweils einen einzigen

Halbleiterkdérper 5 umfassen, vereinzelt (nicht dargestellt).

Bei dem Verfahren gemal dem Ausfithrungsbeispiel der Figuren 6
bis 10 werden zundchst die Verfahrensschritte durchgefihrt,
die bereits anhand der Figuren 1 bis 4 beschrieben wurden.
Dann wird ein Verguss 10 auf den Hilfstragerwafer 1

aufgebracht, der die Kontaktstrukturen 4 vollstadndig und die



10

15

20

25

30

WO 2014/114407 PCT/EP2013/076431

_21_

Halbleiterkdrper 5 teilweise verkapselt (Figur 6). Ein
Teilbereich der Seitenflanken der Halbleiterkdrper 5 sowie
die Strahlungsaustrittsfldche 6 der Halbleiterkdrper 5
bleiben frei von dem Verguss 10. Der Verguss 10 ist bei dem
vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel reflektierend ausgebildet.
Hierzu umfasst der Verguss 10 ein Matrixmaterial in das
reflektierende Partikel 13, beispielsweise Titanoxidpartikel,

eingebracht sind.

In einem nachsten Schritt wird eine
wellenlangenkonvertierende Schicht 14 auf den reflektierenden
Verguss 10 aufgebracht (Figur 7). Die
wellenlangenkonvertierende Schicht 14 umgibt hierbei die
Bereiche der Seitenflidchen des Halbleiterkdrpers 5, die nicht
von dem reflektierenden Verguss 10 umgeben sind. Weiterhin
ragt die wellenladngenkonvertierende Schicht 14 iber die
Halbleiterkdrper 5 hinaus, so dass sie sich zumindest

teilweise im Lichtweg 12 der Halbleiterkdrper 5 befindet.

Die wellenlangenkonvertierende Schicht 14 umfasst ein
Matrixmaterial, in das Leuchtstoffpartikel 11 eingebracht
sind. Die Leuchtstoffpartikel 11 verleihen der
wellenlangenkonvertierenden Schicht 14 ihre

wellenlangenkonvertierenden Eigenschaften.

In einem nachsten Schritt wird auf die
wellenlangenkonvertierende Schicht 14 eine Vielzahl optischer
Elemente 15 aufgebracht (Figur 8). Die optischen Elemente 15
sind jeweils als Linse ausgebildet. Jedes optische Element 15
wird jeweils {iber einem Halbleiterkdrper 5 positioniert und
befindet sich in dessen Lichtweg 12. Das optische Element 15

kann beispielsweise auf die wellenlangenkonvertierende
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Schicht 14 gemoldet, das heiBt mittels einer Kavitat

ausgebildet werden.

In einem nachsten Schritt wird der Hilfstrdgerwafer 1 von dem
Verbund der spateren Halbleiterbauelemente vollstandig
entfernt (Figur 9). Handelt es sich bei dem Hilfstragerwafer
1 um ein Saphirsubstrat oder einen Glastrager, so kann dieser
mittels eines Laser-Lift-Off-Prozesses entfernt werden. Wird
ein Siliziumtrager als Hilfstrdgerwafer 1 verwendet, so wird
er in der Regel destruktiv, das heiBt, beispielsweise mittels
Schleifen oder Atzen, von dem Verbund der spiteren
Bauelemente entfernt. In einem weiteren Schritt werden die

Bauelemente vereinzelt (Figur 10).

Bei dem Verfahren gemal dem Ausfithrungsbeispiel der Figur 11
wird wie bei den vorherigen Ausfiihrungsbeispielen ein
Hilfstradgerwafer 1 bereitgestellt, auf den Kontaktstrukturen
4 aufgebracht sind. Die Figur 11 zeigt hierbei einen
Ausschnitt des Hilfstrdgerwafers 1, der einen
Halbleiterkorper 5 enthdlt und einem fertigen Bauelement
entspricht. Die Kontaktstrukturen 4 umfassen mehrere
Kontaktstrukturelemente 41, wobei ein strahlungsemittierender
Halbleiterkdrper 5 auf ein Kontaktstrukturelement 41
aufgebracht ist. Der HalbleiterkOrper 5 ist vorderseitig mit
einem weiteren Kontaktstrukturelement 41 mit einem Bonddraht

8 elektrisch leitend verbunden.

Die Kontaktstrukturen 4 weisen eine erste metallische Schicht
2 und eine zweite metallische Schicht 3 auf. Im Unterschied
zu den bereits beschriebenen Ausfihrungsbeispielen weist die
zwelite metallische Schicht 2 Seitenflanken mit einem
Unterschnitt auf. Jedes Kontaktstrukturelement 41 weist

hierbei Seitenflanken auf, die lUber einen Teilbereich schrag
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zu einer Normalen des Hilfstragerwafers 1 verlaufen. Das
Kontaktstrukturelement 41 verjingt sich aufgrund der schragen
Seitenflanken der zweiten metallischen Schicht 3 von einer
AuBenfléache des Kontaktstrukturelements 41 zum
Hilfstragerwafer 1 hin. Der Unterschnitt der zweiten
metallischen Schicht 3 ist dazu vorgesehen, den Verguss 10
besser zu verankern. Der reflektierende Verguss 10 ist
vorliegend bis zu einer Oberkante der zweiten metallischen
Schicht 2 aufgebracht. Eine QOberfldche des reflektierenden
Vergusses 10 schlieBt biindig mit einer Oberfldche der

Kontaktstrukturen 4 ab.

Figur 12 zeigt exemplarisch eine elektronenmikroskopische
Aufnahme eines Unterschnitts einer Seitenflanke einer zweiten

metallischen Schicht 2.

Bei dem Verfahren gemal dem Ausfihrungsbeispiel der Figur 13
wird im Unterschied zu dem Ausfiihrungsbeispiel gemial der
Figur 11 der reflektierende Verguss 10 bis zur
Strahlungsaustrittsflache 6 des HalbleiterkOrpers 5
aufgebracht. Die Oberflache des Vergusses 10 schlieflt blindig
mit der Strahlungsaustrittsfldche 6 des Halbleiterkdrpers 5
ab.

Bei dem Verfahren gemal dem Ausfithrungsbeispiel der Figur 14
wird der reflektierende Verguss 10 im Unterschied zu den
Verfahren der Ausfihrungsbeispiele der Figuren 11 und 13
derart aufgebracht, dass sich die Oberfldche des Vergusses 10
unterhalb der Strahlungsaustrittsfliache 6 des
Halbleiterkoépers 5 befindet. Der Verguss 10 verkapselt
hierbei zwar die metallischen Kontaktstrukturen 4 iber ihre
gesamte Hohe, so dass die Seitenflanken der Kontaktstrukturen

4 vollstandig von dem Verguss 10 umgeben sind, zwischen den
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Seitenflachen des Halbleiterkdrpers 5 und dem Verguss 10 ist

jedoch ein Luftspalt ausgebildet.

Bei den bislang beschriebenen Ausfihrungsbeispielen sind
jeweils vertikale Halbleiterkdrper 5 verwendet, die
rickseitig {iber eine Montagefldche 7 mit einem ersten
Kontaktstrukturelement 41 und vorderseitig mit einem zweiten
Kontaktstrukturelement 41 elektrisch leitend verbunden sind.
Die elektrisch leitende Verbindung von der der Montageflédche
7 gegeniberliege Vorderseite 9 des Halbleiterkdrpers 5 mit
dem Kontaktstrukturelement 41 erfolgt hierbei iUber einen

Bonddraht 8.

Im Unterschied zu dem Ausfihrungsbeispiel der Figur 11 ist
bei dem Ausfihrungsbeispiel gemdal Figur 15 ein
Halbleiterkdrper 5 verwendet, bei dem zwei elektrische
Kontakte auf seiner Vorderseite 9 angeordnet sind. Bei dem
Halbleiterkorper 5 handelt es sich beispielsweise um einen
Saphirchip. Der HalbleiterkOrper 5 ist vorderseitig mit zweil
Bonddrahten 8 jeweils mit einem Kontaktstrukturelement 41

leitend verbunden.

Im Unterschied zu den Ausfihrungsbeispielen der Figuren 11
und 15 ist bei dem Ausfihrungsbeispiel gemal der Figur 16 ein
Flip-Chip als Halbleiterkdrper 5 verwendet. Der Flip-Chip
weist auf seiner Montageflache 7 zwei elektrische Kontakte
auf, die jeweils mit einem Kontaktstrukturelement 41

elektrisch leitend verbunden sind, beispielsweise mittels

Loten.

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel gemal Figur 17 sind die
Kontaktstrukturelemente 41 im Unterschied zu den bereits

beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen mit einem mechanisch



10

15

20

25

30

WO 2014/114407 PCT/EP2013/076431

_25_

stabilisierenden Material 16, beispielsweise mit einem
Gehdusematerial, umformt. Das mechanisch stabilisierende
Material 16 schlielRt hierbei bilindig mit einer Oberfliache der
Kontaktstrukturelemente 41 ab. Auf die Oberflache, die durch
die Kontaktstrukturelemente 41 und die Oberflédche des
mechanisch stabilisierenden Materials 16 gebildet ist, ist
weiterhin ein Verguss 10 aufgebracht, der vorliegend
reflektierend ausgebildet ist. Der reflektierende Verguss 10
ist hierbei in Form einer Schicht auf die
Kontaktstrukturelemente 41 beziehungsweise das
Gehdusematerial 16 aufgebracht und schlieBt mit einer

Vorderseite 9 des Halbleiterkdrpers 5 bindig ab.

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel gemal der Figur 18 wird ein
spateres Bauelement erzeugt, das mehrere Halbleiterkdrper 5
umfasst. Die Halbleiterkdrper 5 sind besonders bevorzugt dazu
vorgesehen, elektromagnetische Strahlung unterschiedlicher
Wellenldngenbereiche auszusenden. Besonders bevorzugt sind
die Wellenldngenbereiche derart ausgewahlt, dass das fertige
Bauelement im Betrieb weiBes Licht aussendet. Die
Halbleiterkorper 5 sind jeweils rickseitig mit ihrer
Montageflache 7 auf ein gemeinsames Kontaktstrukturelement 41
elektrisch leitend aufgebracht. Vorderseitig sind die
Halbleiterkorper 5 untereinander Jjeweils mit einem Bonddraht
8 elektrisch leitend kontaktiert. Die beiden randseitig
angeordneten Halbleiterkdrper 5 sind jeweils zudem
vorderseitig liber einen Bonddraht 8 mit einem weiteren
Kontaktstrukturelement 41 elektrisch leitend verbunden. Im
Betrieb des spateren Bauelements werden die HalbleiterkOrper

5 seriell bestromt.

Auch bei dem Verfahren gemal dem Ausfihrungsbeispiel der

Figur 19 wird ein Bauelement hergestellt, das eine Vielzahl
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an Halbleiterkdrpern 5 aufweist. Im Unterschied zu dem
vorangegangenen Ausfiihrungsbeispiel sind die Halbleiterkdrper
5 jedoch parallel elektrisch kontaktiert. Hierzu sind die
Halbleiterkdrper 5 jeweils vorderseitig liber einen Bonddraht
8 mit einem gemeinsamen weiteren Kontaktstrukturelement 41

elektrisch leitend verbunden.

Die vorliegende Anmeldung beansprucht die Prioritat der
deutschen Anmeldung DE 10 2013 100 711.2, deren

Offenbarungsgehalt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer Vielzahl
optoelektronischer Bauelemente mit den Schritten:

- Bereitstellen eines Hilfstragerwafers (1) mit
Kontaktstrukturen (4), wobei der Hilfstradgerwafer Glas,
Saphir oder ein Halbleitermaterial aufweist,

- Aufbringen einer Vielzahl an strahlungsemittierenden
Halbleiterkdrpern (5) auf die Kontaktstrukturen (4),

- Verkapseln zumindest der Kontaktstrukturen (4) mit einem
Verguss (10), und

- Entfernen des Hilfstragerwafers (1).

2. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch,
bei dem der Verguss (10) die Halbleiterkorper (5) und die
Kontaktstrukturen (4) verkapselt.

3. Verfahren nach einem der obigen Anspriliche,

bei dem die Kontaktstrukturen (4) eine erste metallische
Schicht (2) und eine zweite metallische Schicht (3)
aufweisen, wobeil die zweite metallische Schicht (3)
galvanisch auf der ersten metallischen Schicht (2)

abgeschieden wird.

4, Verfahren nach dem vorherigen Anspruch,
bei dem die zweite metallische Schicht (3) Seitenflanken mit

einem Unterschnitt aufweist.
5. Verfahren nach einem der obigen Anspriliche,
bei dem der Verguss (10) reflektierend und/oder

wellenlangenkonvertierend ausgebildet ist.

6. Verfahren nach einem der obigen Anspriliche,
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bei dem der Verguss (10) mit einem der folgenden Verfahren

aufgebracht wird: VergieBen, Dispensen, Jetten, Molden.

7. Verfahren nach einem der obigen Anspriliche,
bei dem der Hilfstragerwafer (1) durch eines der folgenden

Verfahren entfernt wird: Laser-Lift-0ff, Atzen, Schleifen.

8. Verfahren nach einem der obigen Anspriliche,
bei dem in einem Lichtweg (12) der Halbleiterkdrper (5) eine

wellenlangenkonvertierende Schicht (14) angeordnet wird.

9. Verfahren nach einem der obigen Anspriliche,
bei dem in dem Lichtweg (12) jedes Halbleiterkdrpers (5) ein

optisches Element (15) angeordnet wird.

10. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch,
bei dem die optischen Elemente (15) iiber die Halbleiterkorper

(5) gemoldet werden.

11. Verfahren nach einem der obigen Anspriiche,
bei dem die Halbleiterkdrper (5) als Flip-Chip ausgebildet

sind.

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10,
bei dem die Halbleiterkdrper (5) einen elektrischen Kontakt
oder mindestens zwel elektrische Kontakte auf ihrer

Vorderseite (9) aufweisen.
13. Verfahren nach einem der Anspriche 3 bis 12,
bei dem eine Oberkante des Vergusses (10) bis an eine

Oberkante der zweiten metallischen Schicht (3) reicht.

14. Verfahren nach einem Anspriiche 1 bis 12,
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bei dem eine Oberkante des Vergusses (10) bis an eine

Oberkante der HalbleiterkoOrper (5) reicht.

15. Verfahren nach einem der Anspriche 3 bis 12,
bei dem eine Oberkante des Vergusses (10) teilweise liber die

zwelte metallische Schicht (3) reicht.

l16. Verfahren nach einem der obigen Anspriiche,
bei dem die Kontaktstrukturen (4) mit einem mechanisch

stabilisierenden Material (16) umformt werden.

17. Verfahren nach einem der obigen Anspriiche,
bei dem jedes spatere Bauelement eine Vielzahl an

Halbleiterkorpern (5) aufweist.

18. Optoelektronisches Rauelement,
das mit einem Verfahren gemall einer der Anspriiche 1 bis 17

hergestellt ist.
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